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A eletrônica transiente dedica-se ao desenvolvimento de dispositivos projetados 

para operar por tempo limitado e se degradarem de forma controlada. Essa 

área tem despertado interesse por seu potencial em aplicações biomédicas e 

sustentáveis. Neste trabalho é apresentado um diodo Schottky (SD) totalmente 

impresso e ecológico, fabricado sobre papel kraft com zinco (Zn), 

nanopartículas de óxido de zinco (ZnO-NP) e nanotubos de carbono (CNT), 

visando sua aplicação como célula ativa em um transistor vertical. O contato 

ôhmico e o Schottky foram formados, respectivamente, nas interfaces Zn/ZnO e 

ZnO/CNT. O SD foi produzido por deposição sequencial de Zn, ZnO-NP e CNT 



sobre papel, em baixas temperaturas (<220 °C), por pintura manual e spray 

coating. O processo resultou em junções com comportamento retificador, 

indicando potencial para eletrônica sustentável. Também foi desenvolvida uma 

segunda arquitetura substituindo o Zn por ITO, na qual uma gota de mel atuou 

como eletrólito, formando o transistor de efeito de campo vertical com gate 

eletrolítico (EGVFET) na estrutura ITO/ZnO/CNT/Mel/C. As caracterizações, 

realizadas com o sistema Keithley SCS 4200, forneceram curvas I–V, de saída e 

de transferência. Os parâmetros do SD, obtidos pelos métodos de Cheung e 

Norde, revelaram razão de retificação de três ordens de grandeza, fator de 

idealidade 8, resistências de 2,2 kΩ (Cheung) e 3,3 kΩ (Norde) e altura de 

barreira de 0,75 eV. O EGVFET apresentou modulação da barreira Schottky 

pela tensão de gate, com transição do comportamento retificador para resistivo 

e razão ON/OFF de quatro ordens de grandeza. Os resultados confirmam a 

viabilidade das junções Zn/ZnO/CNT e ZnO/CNT, evidenciando o potencial 

dessa estrutura para uma eletrônica mais sustentável. 
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